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高速成膜ＰＩＡＤ装置 

負パルスイオン源 

ＰＢＩＩＤ方式 ＰＩＡＤ方式 

プ
ラ
ズ
マ
に
よ
る
表
面
改
質
方
式
の
違
い 13.56kHz 

外部ＲＦイオン源 重畳式イオン源 

正負パルスイオン源 高周波電源 

形状に沿ったプラズマを生成するため、基材に
13.56MHz高周波を架け均一化。負パルスのみ
で、正イオンを引きつけイオン注入。 

微細部分への処理不可。 

微細部分やパイプ内部への処理を容易にするため、
基材に正負パルスを印加しプラズマを均一化。 

さらに外部ＲＦイオン源でプラズマ密度をアップして、高
速成膜を可能。 
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